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１．概要（Summary） 

金属と樹脂の接合材料は、エレクトロニクス、情報通信

など、広範囲の産業分野で利用されている。応用例の 1

つとして、金属回路を各種樹脂基板上に形成したフレキ

シブルデバイスがある [1]。しかし、これらの金属/樹脂の

界面状態に関しては不明点が多い [1]。本研究の最終

的な目的は、プラズマ CVD、真空蒸着、ドライエッチング

などの手法を用いた界面分析用の試料作製技術の開発

である。今回は、真空蒸着法によりポリイミド樹脂基板上

にNi薄膜（約 15 nm）を室温で形成し、X線光電子分光

（XPS）により深さ分析した結果をまとめる。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

真空蒸着装置１、ドライエッチング装置 

【実験方法】 抵抗加熱式の真空蒸着法を用い、ポリイミド

基板上に Ni 薄膜(15 nm狙い)を室温で形成した。蒸着

時の真空度は約 2.0 x 10-3 Paであった。 

また、装置の水晶振動式膜厚計で蒸着レートや膜厚を

観測しながら成膜した。約 0.03 nm/s（典型値）のレートと

なるように、電流量をダイヤル制御した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1に、XPS深さ分析結果を示す（Ni 2p3/2, C 1s, 

N 1s, O 1sピーク付近の積分強度を、それぞれの感度

係数で補正し、Ni、C、N、O の濃度（原子分率）に換算

した）。同結果から、今回作製条件で、①ポリイミド基板

上に厚さ約 20 nmのNi薄膜が形成されていること、②

Ni 層内に Oがほぼ検出されておらず、Ni が金属状態

となっていること がわかる。今後、データの詳細解析を

進めると共に、今後は成膜方法や条件と、上述の金属

や酸化物の生成比率の相関を調査していく予定である。 

Fig. 1 XPS depth profile of ni/polyimide sample (Ni 

2p3/2, C 1s, N 1s, O 1s). 
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